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Una de las formas de 1mp1ementar nuevas y me;oradas caracterfstlcas de

" los l4seres semlconductores ha sido las estructuras enterradag de doble
 heteroJunturas con y. sin confinamlengo separadqs de electrones y fotones en
el sistema de GaAs~A1GaAs [1]* ' l I ’

Estas estructuras presentan una serie de ventajas, ba:as corrientes de
umbral ; dependenc1a lineal de-la intensidad lumlnosa en func16n de . la
corrlente, etcétera [2]. Sin embargo, su. tecnologia se compllca notablemente-
v en muchas varlantes requleren de dos procesos de cre01m1ento.

En la presente 1nformac16n queremos dar a. conocer nuestro primer Lntento
en este sentldo.

4 Se trata de una estructura del tlpo franja de siete capas ‘enterrada -en -
canales en el sistema GaAs-AlGaAs. '

Antes de abrir los canales sqbfe sustratos ‘de n-GaAs'dopados con Te a un
nivel de Nd-lola ¥ orlentados en la dlrecc16n (100) se han crecido tres
- capas de GaAs p-n—p dopadas en Ge y Te correspondlentemente. Estas capas

83



fueron crecidas en el intervalo de temperaturas entre 845°C - 836°C y el
espesor de las tres capas fue de 5 - 6 um. De esta manera se obtuvo una
estructura n-p doble para aislar el paso de la corriente. k

'En esta estructura se abrieron por medioc de un .fotograbado canales de -
20 um de ancho y 8 um de profundidad cuya seccibn forma un trapecio (ver
figura 1). ‘

Este sustrato con canales fue colocado en la cémara del bote de plstén
con los canales orientados en la direccibn en gque fluye el fundido. ' '

En los canales se crecif una estructura de siete capas comenzando por
una capa buffer de n~GaAs:Te en el rango térmico de 705 - 700°C. Después
~se crecif una capa de n—AlO' Gao'GAs que alcanz6 un espesor de -~ 1 um en el
fondo del canal. Tres capas consecutivas en el intervalo de 1°C fueron
crecidas: n AJ.O'25 0,75As v p-GaAs-p Al0 25 0'75As. Sobre estos se crecid
‘un segundo emisor de p—Alo 4 0 6As con un espesor de 10 um aproxlma@a-r,
mente v por dltimo la capa de contacto p-GaAs de 3 um de espesor.

En la fotografia 1 se muéstra el perfll de la estructura crecida.

i

.~ Los contactos se realizaron por el mismo proceso reportado en [3]. Se
prepararon diodos clivando la estructura en el sentido perpendicular y para
lelamente a la direccibén de los canales. _ -

RESULTADOS'

Las caracteristicas I-V de los ‘diodos arrojaron voltajes de 0,7 -0,9 Va
un mA de corriente, polarizados en directa.~

~ El voltaje de la corriente de umbral fue de 10 - 15V. En la fotografia
2 se observa la emisién de los canales. Esta matriz fue allmentada con
pulsés de corriente a una frecuenc;a de 500 Hz y la duracibn de los pulsos
fue de 0.1 us.

Antes de medir Ios diodos estos fueron visualizados con un convertidor
de la radiacién infrarroja en visible, y se escogleron sb6lo aquellos que
emitfan en la zona del canal. No obstante, algunos emitfan en otras partes,
lo cual indica que la calidad de las capas aisladoras no fue uniforme en

*

toda -la estructura.

En la figura 2 se muestra una caracteristlca watt-ampérica tipica. Las
densldades de la corrlente de umbral no resultaron ser las esperadas. Estas
 oscilaron entre 30 - 50 /cm. La eficiencia cu&ntica diferencial resulté
‘del orden del 15%. '

De esta manera se cobtuvieron l4seres semiconductores en estructuras
tipo franjas stripe enterradas de GaAs-AlGaAs (DH-CS).

. Debe sefialarse que los resultados en nuestro caso no superaron a los
obtenidos en {3}‘conAestructuras planares. Esto se atfibuye a un dominio
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~atn bajo de la tecnologia de crec1mlento por el método . de la fase liquida
en canales. En efecto, en nlnguno de- 105 crec1m1entos se logr6 una mojadura .

- unlforme en todos los canales.,

 SUSTRATO e_aAs__:) ]

Flgura 1. Esquema de la doble juntura p-n con canales ablertos
: - fotolitogrificamente sobre los cuales se crecid la
estructura.: 2
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Flgura 2 Caracteristlca tipica de los d1odos obtenldOS.

Las mediciocnes ‘fueron reallzadas con pulsos de corrlente
a una frecuen01a de 500 Hz y durac;én de: 0, 1 us .
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Fotografia 1. Fotografia de la estructura
, crecida.

Fotografia 2. LAseres semiconductores de
GaAs-AlGaAs (DHCS} enterrados
en el sustrato.
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